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一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备

YAG透明陶瓷的方法

(57)摘要

本发明公开了一种氧化锆与YAG粉体双层包

埋烧结制备YAG透明陶瓷的方法，该方法包括向

钇离子和铝离子的混合溶液中泵入碳酸氢铵溶

液，经过陈化、洗涤、干燥、过筛得到前驱体，再经

煅烧、球磨、过筛、干压成型、冷等静压得到YAG素

坯后，将YAG素坯按照氧化锆粉体—YAG粉体—

YAG素坯—YAG粉体—氧化锆粉体的排列方式进

行包埋，然后依次经过真空烧结与研磨抛光处

理，最终获得YAG透明陶瓷。本发明在真空烧结时

氧化锆粉体可向YAG粉体与YAG素坯提供氧离子，

可有效抑制在烧结阶段中YAG陶瓷内部氧空位的

产生，以防止YAG透明陶瓷透过率的下降，且省略

了退火步骤，更加节能环保。
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1.一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的方法，其特征在于，它包括

以下步骤：

1）制备前驱体：配制浓度为0.1~0.3  mol/L的硝酸钇溶液，向硝酸钇溶液中加入十二水

合硫酸铝铵晶体，搅拌均匀，形成混合溶液，其中钇离子与铝离子的摩尔比为3:5；在搅拌状

态下用蠕动泵将浓度为1.5~2  mol/L的碳酸氢铵溶液泵送至混合溶液中；监测反应体系的

pH值，当pH值达到8.0~8.2时，停止泵送和搅拌，将反应体系静置陈化12~24  h，对陈化后的

前驱体依次进行洗涤、抽滤、干燥处理，得到前驱体粉末；

2）煅烧：将步骤1）得到的前驱体粉末进行过筛处理，过筛后放入马弗炉中于1100~1300 

°C  煅烧2~4  h，得到纳米YAG粉体；

3）球磨：向步骤2）得到的纳米YAG粉体中加入0.4~0.6  wt.%的正硅酸乙酯，再加入无水

乙醇与氧化铝磨球，进行球磨混合得到浆料，将浆料干燥后进行过筛处理；

4）成型：将步骤3）过筛后的粉体放入模具中，采用干压法成型出圆形YAG素坯，随后进

行冷等静压处理；

5）烧结：将步骤4）得到的YAG素坯置于马弗炉中进行素烧，去除残留有机物；再将素烧

后的YAG素坯置于钨坩埚A（1）中，按照氧化锆粉体—YAG粉体—YAG素坯—YAG粉体—氧化锆

粉体的排列方式进行包埋；包埋结束后，在钨坩埚A（1）上方倒扣口径略大的钨坩埚B（5），然

后放入真空烧结炉中进行真空烧结；

6）研磨抛光：将真空烧结后的陶瓷片进行双面研磨抛光至1~3  mm，得到YAG透明陶瓷。

2.根据权利要求1所述的一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的方

法，其特征在于，步骤（1）中泵送碳酸氢铵溶液时，泵送速率为1~6  mL/min，搅拌速度为300~
500  rpm。

3.根据权利要求1或2所述的一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的

方法，其特征在于，步骤（1）中所述洗涤是先用去离子水洗2~4次，再用无水乙醇洗2~4次；所

述干燥温度为40~60  ℃，干燥时间为12~36  h。

4.根据权利要求1或2所述的一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的

方法，其特征在于，步骤（2）中过筛使用筛网规格为100~200目，过筛次数为3~5次。

5.根据权利要求1或2所述的一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的

方法，其特征在于，步骤（3）中所述球磨转速为160~200  rpm，球磨时间为12~24  h，所述干燥

温度为40~60  °C，干燥时间为12~36  h，筛网规格为100~200目，过筛次数为3~5次。

6.根据权利要求1或2所述的一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的

方法，其特征在于，步骤（4）中所述干压压力为25~35  MPa，保压时间为1~3  min，圆形YAG素

坯的直径为16~30  mm；所述冷等静压的压力为200~240  Mpa，保压时间为4~8  min。

7.根据权利要求1或2所述的一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的

方法，其特征在于，步骤（5）中所述素烧温度为800~900  °C，素烧时间为5~8  h；真空烧结炉

内的真空度为1.0×10-5~1 .0×10-3  Pa，真空烧结温度为1760~1800  °C，烧结时间为8~20 

h。

8.根据权利要求1或2所述的一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的

方法，其特征在于，步骤（5）中包埋时氧化锆粉体层（2）与YAG素坯（4）的厚度比为1.0~3.0，

YAG粉体层（3）与YAG素坯（4）的厚度比为3.0~4.0。
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9.根据权利要求1或2所述的一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的

方法，其特征在于，所述钨坩埚B（5）的内径是钨坩埚A（1）的外径的1.2~2.0倍。
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一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的方法

技术领域

[0001] 本发明属于透明陶瓷制备技术领域，具体涉及一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧

结制备YAG透明陶瓷的方法。

背景技术

[0002] YAG透明陶瓷具有强度大、耐热性好、耐腐蚀性强的特点，且对可见光和红外光均

有良好的透过性，这些性质使得YAG透明陶瓷可应用于高压气体灯管、高温窗口材料、激光

陶瓷、闪烁陶瓷等领域。因此，制备YAG透明陶瓷具有广阔的应用前景，是材料科学研究的热

点之一。

[0003] 在传统的透明陶瓷制备过程中，最常用的烧结方式为真空烧结。真空烧结相对于

其他烧结方式(如热等静压、放电等离子烧结)具有效率高、节能等特点。但是，在真空烧结

过程中也存在许多问题，比如YAG透明陶瓷真空烧结后会颜色发灰。原因主要是因为在真空

烧结过程中，由于真空炉内为缺氧条件，因此，YAG陶瓷中的氧离子将会逸出，从而产生氧空

位。针对这个问题，以往研究者往往在真空烧结后对YAG陶瓷进行长时间(10h以上)空气或

者氧气气氛退火，以此消除氧空位。但是，在退火后，由于残留在陶瓷内部的碳、硫等杂质会

在退火阶段被排除，从而留下了一些纳米孔隙，这些孔隙会严重降低透明陶瓷的透过率。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的方

法，真空烧结后YAG陶瓷没有颜色发灰现象，陶瓷的透过率显著提高，且不需要进行后续退

火。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

[0006] 一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的方法，它包括以下步骤：

[0007] 1)制备前驱体：配制浓度为0.1～0.3mol/L的硝酸钇溶液，向硝酸钇溶液中加入十

二水合硫酸铝铵晶体，搅拌均匀，形成混合溶液，其中钇离子与铝离子的摩尔比为3:5；在搅

拌状态下用蠕动泵将浓度为1.5～2mol/L的碳酸氢铵溶液泵送至混合溶液中；监测反应体

系的pH值，当pH值达到8.0～8.2时，停止泵送和搅拌，将反应体系静置陈化12～24h，对陈化

后的前驱体依次进行洗涤、抽滤、干燥处理，得到前驱体粉末；

[0008] 2)煅烧：将步骤1)得到的前驱体粉末进行过筛处理，过筛后放入马弗炉中于1100

～1300℃煅烧2～4h，得到纳米YAG粉体；

[0009] 3)球磨：向步骤2)得到的纳米YAG粉体中加入0.4～0.6wt.％的正硅酸乙酯，再加

入无水乙醇与高纯氧化铝磨球，进行球磨混合得到浆料，将浆料干燥后进行过筛处理；

[0010] 4)成型：将步骤3)过筛后的粉体放入模具中，采用干压法成型出圆形YAG素坯，随

后进行冷等静压处理；

[0011] 5)烧结：将步骤4)得到的YAG素坯置于马弗炉中进行素烧，去除残留有机物；再将

素烧后的YAG素坯置于钨坩埚A中，按照氧化锆粉体—YAG粉体—YAG素坯—YAG粉体—氧化
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锆粉体的排列方式进行包埋；包埋结束后，在钨坩埚A上方倒扣口径略大的钨坩埚B，以防止

粉体被机械泵或者分子泵抽走，然后放入真空烧结炉中进行真空烧结；

[0012] 6)研磨抛光：将真空烧结后的陶瓷片进行双面研磨抛光至1～3mm，得到YAG透明陶

瓷。

[0013] 优选的，步骤(1)中泵送碳酸氢铵溶液时，泵送速率为1～6mL/min，搅拌速度为300

～500rpm。

[0014] 优选的，步骤(1)中所述洗涤是先用去离子水洗2～4次，再用无水乙醇洗2～4次；

所述干燥温度为40～60℃，干燥时间为12～36h。

[0015] 优选的，步骤(2)中过筛使用筛网规格为100～200目，过筛次数为3～5次。

[0016] 优选的，步骤(3)中所述球磨转速为160～200rpm，球磨时间为12～24h，所述干燥

温度为40～60℃，干燥时间为12～36h，所述筛网规格为100～200目，过筛次数为3～5次。

[0017] 优选的，步骤(4)中所述干压压力为25～35MPa，保压时间为1～3min，圆形YAG素坯

的直径为16～30mm；所述冷等静压的压力为200～240Mpa，保压时间为4～8min。

[0018] 优选的，步骤(5)中所述素烧温度为800～900℃，素烧时间为5～8h；真空烧结炉内

的真空度为1.0×10-5～1.0×10-3Pa，真空烧结温度为1760～1800℃，烧结时间为8～20h。

[0019] 优选的，步骤(5)中包埋时氧化锆粉体层与YAG素坯的厚度比为1.0～3.0，YAG粉体

层与YAG素坯的厚度比为3.0～4.0。

[0020] 优选的，所述钨坩埚B的内径是钨坩埚A的外径的1.2～2.0倍。

[0021] 本发明采用共沉淀法制备YAG透明陶瓷，在真空烧结阶段，采用氧化锆与YAG双层

粉体包埋陶瓷素坯，从而抑制氧空位的产生，提高YAG陶瓷的光学质量。

[0022] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：

[0023] (1)在真空烧结阶段，采用一定比例的氧化锆与YAG粉体，将素坯按照氧化锆粉

体—YAG粉体—YAG素坯—YAG粉体—氧化锆粉体方式进行包埋，然后在真空烧结炉中进行

真空烧结。由于在真空烧结时氧化锆粉体可向YAG粉体与YAG素坯提供氧离子，故可有效抑

制在烧结阶段中氧空位的产生，以防止YAG陶瓷透过率下降。

[0024] (2)由于在真空烧结阶段抑制了氧空位的产生，因此不需要传统的退火工艺，减少

了由于留在陶瓷中的碳、硫等杂质在退火过程中被排除而留下的纳米孔隙的产生。且由于

省略了退火这一步骤，更加节能环保，对YAG陶瓷的批量化生产具有极大的推动作用。

附图说明

[0025] 图1为本发明的装置图；

[0026] 图2为本发明对比例的装置图。

[0027] 图中，1-钨坩埚A，2-氧化锆粉体层，3-YAG粉体层，4-YAG素坯，5-钨坩埚B。

[0028] 图3为本发明实施例1得到的透明陶瓷样品图。

[0029] 图中，(a)为真空烧结后的透明陶瓷样品，(b)为直接研磨抛光后的透明陶瓷样品。

[0030] 图4为本发明对比例得到的透明陶瓷样品图。

[0031] 图中，(a)为真空烧结后的透明陶瓷样品，(b)为退火、研磨抛光后的透明陶瓷样

品。
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具体实施方式

[0032] 下面结合附图和具体实例对本发明作进一步说明，但不应以此限制本发明的保护

范围。

[0033] 实施例1：d(ZrO2):d(YAG素坯)＝1.0制备YAG透明陶瓷

[0034] 向容器中倒入Y(NO3)3·6H2O晶体，加去离子水稀释成Y(NO3)3溶液，Y3+溶液浓度为

0.1mol/L，向硝酸钇溶液中加入NH4Al(SO4)2·12H2O晶体，保证Y3+与Al3+摩尔比为3:5，用搅

拌器搅拌均匀，搅拌速度为300rpm，形成混合溶液；在搅拌状态下用蠕动泵将浓度为

1.5mol/L的NH4HCO3泵送至混合溶液中，沉淀剂泵送到混合溶液的方式为喷入，泵送速率为

1mL/min；用pH计测量反应体系的pH值，当pH值达到8.0时，停止泵送和搅拌，将反应体系静

置陈化12h。对陈化后的前驱体先用去离子水洗2遍，再用无水乙醇洗2遍，抽滤结束后将得

到的前驱体放入烘箱中干燥，干燥温度为40℃，干燥时间为12h。

[0035] 将干燥后的前驱体粉末进行过筛处理，筛网规格为100目，过筛5次。过筛后放入马

弗炉中于1100℃煅烧2h，得到纳米YAG粉体。

[0036] 将煅烧好的粉体中加入0.4wt.％的TEOS，再加入无水乙醇与高纯氧化铝磨球，进

行球磨混合，球磨转速为160rpm，球磨时间为12h。随后将浆料放入烘箱中干燥，干燥温度为

40℃，干燥时间为12h，然后进行过筛处理，筛网规格为100目，过筛5次。

[0037] 将所得粉体进行干压成型，干压压力为25MPa，保压时间为1min，压为直径为16mm

的圆形素坯。随后进行冷等静压处理，冷等静压的压力为200Mpa，保压时间为4min。

[0038] 将素坯置于马弗炉中于800℃素烧5h，去除残留有机物；如图1所示，将素烧后的素

坯放置在钨坩埚A1中，按照氧化锆粉体—YAG粉体—YAG素坯—YAG粉体—氧化锆粉体方式

进行包埋，其中包层采用的氧化锆粉体层2与YAG素坯4的厚度比为1.0，YAG粉体层3与YAG素

坯4的厚度比为3.0。钨坩埚A1上方倒扣一个口径略大的钨坩埚B5，以防止粉体被机械泵或

者分子泵抽走，其中，钨坩埚B5内径是钨坩埚A1外径的1.2倍。然后将其放置在真空烧结炉

中进行真空烧结，真空烧结炉内的真空度为1.0×10-5Pa，真空烧结温度为1760℃，烧结时间

为20h。由于在真空烧结过程中，氧化锆粉体可向YAG粉体及YAG素坯提供氧离子，可有效抑

制陶瓷中氧空位的产生。因此，真空烧结后的YAG透明陶瓷不会产生颜色发灰的现象，不需

要采取进一步退火，透明陶瓷的高光学质量可得到保证。图3(a)为真空烧结后的YAG透明陶

瓷样品，由图可见真空烧结后样品无发灰现象，说明在真空烧结阶段陶瓷内部几乎无氧空

位产生，不需要采取进一步退火。

[0039] 将真空烧结后的陶瓷片直接进行双面研磨抛光至1mm，得到YAG透明陶瓷。图3(b)

为抛光后的YAG透明陶瓷样品，可见透明陶瓷内部几乎没有散射点，光学质量高。

[0040] 实施例2：d(ZrO2):d(YAG素坯)＝2.0制备YAG透明陶瓷

[0041] 向容器中倒入Y(NO3)3·6H2O晶体，加去离子水稀释成Y(NO3)3溶液，Y3+溶液浓度为

0.2mol/L，向硝酸钇溶液中加入NH4Al(SO4)2·12H2O晶体，保证Y3+与Al3+摩尔比为3:5，用搅

拌器搅拌均匀，搅拌速度为400rpm，形成混合溶液；在搅拌状态下用蠕动泵将浓度为

1.8mol/L的NH4HCO3泵送至混合溶液中，沉淀剂泵送到硝酸钇溶液的方式为喷入，泵送速率

为2mL/min；用pH计测量反应体系的pH值，当pH值达到8.1时，停止泵送和搅拌，将反应体系

静置陈化16h。对陈化后的前驱体先用去离子水洗3遍，再用无水乙醇洗3遍，抽滤结束后将

得到的前驱体放入烘箱中干燥，干燥温度为50℃，干燥时间为24h。
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[0042] 将干燥后的前驱体粉末进行过筛处理，筛网规格为150目，过筛4次。过筛后放入马

弗炉中于1200℃煅烧3h，得到纳米YAG粉体。

[0043] 将煅烧好的粉体中加入0.5wt.％的TEOS，再加入无水乙醇与高纯氧化铝磨球，进

行球磨混合，球磨转速为180rpm，球磨时间为20h。随后将浆料放入烘箱中干燥，干燥温度为

50℃，干燥时间为20h，然后进行过筛处理，筛网规格为150目，过筛4次。

[0044] 将所得粉体进行干压成型，干压压力为30MPa，保压时间为2min，压为直径为20mm

的圆形素坯。随后进行冷等静压处理，冷等静压的压力为220Mpa，保压时间为5min。

[0045] 将素坯置于马弗炉中于850℃素烧6h，去除残留有机物；如图1所示，将素烧后的素

坯放置在钨坩埚A1中，按照氧化锆粉体—YAG粉体—YAG素坯—YAG粉体—氧化锆粉体方式

进行包埋，其中包层采用的氧化锆粉体层2与YAG素坯4的厚度比为2.0，YAG粉体层3与YAG素

坯4的厚度比为3.5。钨坩埚A1上方倒扣一个口径略大的钨坩埚B5，以防止粉体被机械泵或

者分子泵抽走，其中，钨坩埚B5内径是钨坩埚A1外径的1.5倍。然后将其放置在真空烧结炉

中进行真空烧结，真空烧结炉内的真空度为1.0×10-4Pa，真空烧结温度为1780℃，烧结时间

为16h。由于在真空烧结过程中，氧化锆粉体可向YAG粉体及YAG素坯提供氧离子，可有效抑

制陶瓷中氧空位的产生。因此，真空烧结后的YAG透明陶瓷无颜色发灰现象，不需要采取进

一步退火，透明陶瓷的高光学质量得以保证。

[0046] 将真空烧结后的陶瓷片进行双面研磨抛光至1.2mm，得到YAG透明陶瓷。

[0047] 实施例3：d(ZrO2):d(YAG素坯)＝3.0制备YAG透明陶瓷

[0048] 向容器中倒入Y(NO3)3·6H2O晶体，加去离子水稀释成Y(NO3)3溶液，Y3+溶液浓度为

0.3mol/L，向硝酸钇溶液中加入NH4Al(SO4)2·12H2O晶体，保证Y3+与Al3+摩尔比为3:5，用搅

拌器搅拌均匀，搅拌速度为500rpm，形成混合溶液；在搅拌状态下用蠕动泵将浓度为2mol/L

的NH4HCO3泵送至混合溶液中，沉淀剂泵送到硝酸钇溶液的方式为喷入，泵送速率为6mL/

min；用pH计测量反应体系的pH值，当pH值达到8.2时，停止泵送和搅拌，将反应体系静置陈

化20h。对陈化后的前驱体先用去离子水洗4遍，再用无水乙醇洗4遍，抽滤结束后将得到的

前驱体放入烘箱中干燥，干燥温度为60℃，干燥时间为36h。

[0049] 将干燥后的前驱体粉末进行过筛处理，筛网规格为200目，过筛3次。过筛后放入马

弗炉中进行1300℃煅烧4h，得到纳米YAG粉体。

[0050] 将煅烧好的粉体中加入0.6wt.％的TEOS，再加入无水乙醇与高纯氧化铝磨球，进

行球磨混合，球磨转速为200rpm，球磨时间为24h。随后将浆料放入烘箱中干燥，干燥温度为

60℃，干燥时间为36h，后进行过筛处理，筛网规格为200目，过筛3次。

[0051] 将所得粉体进行干压成型，干压压力为35MPa，保压时间为3min，压为直径为30mm

的圆形素坯。随后进行冷等静压处理，冷等静压的压力为240Mpa，保压时间为8min。

[0052] 将素坯置于马弗炉中于900℃素烧8h，去除残留有机物；如图1所示，将素烧后的素

坯放置在钨坩埚A1中，按照氧化锆粉体—YAG粉体—YAG素坯—YAG粉体—氧化锆粉体方式

进行包埋，其中包层采用的氧化锆粉体层2与YAG素坯4的厚度比为3.0，YAG粉体层3与YAG素

坯4的厚度比为4.0。钨坩埚A1上方倒扣一个口径略大的钨坩埚B5，以防止粉体被机械泵或

者分子泵抽走，其中，钨坩埚B5内径是钨坩埚A1外径的2.0倍。然后将其放置在真空烧结炉

中进行真空烧结，真空烧结炉内的真空度为1.0×10-3Pa，真空烧结温度为1800℃，烧结时间

为20h。由于在真空烧结过程中，氧化锆粉体可向YAG粉体及YAG素坯提供氧离子，可有效抑
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制陶瓷中氧空位的产生。因此，真空烧结后的YAG透明陶瓷无颜色发灰现象，不需要采取进

一步退火，透明陶瓷的高光学质量得以保证。

[0053] 将真空烧结后的陶瓷片进行双面研磨抛光至3mm，得到YAG透明陶瓷。

[0054] 对比例：单层YAG粉体包埋制备YAG透明陶瓷

[0055] 向容器中倒入Y(NO3)3·6H2O晶体，加去离子水稀释成Y(NO3)3溶液，Y3+溶液浓度为

0.1mol/L，向硝酸钇溶液中加入NH4Al(SO4)2·12H2O晶体，保证Y3+与Al3+摩尔比为3:5，用搅

拌器搅拌均匀，搅拌速度为300rpm，形成混合溶液；在搅拌状态下用蠕动泵将浓度为

1.5mol/L的NH4HCO3泵送至混合溶液中，沉淀剂泵送到混合溶液的方式为喷入，泵送速率为

1mL/min；用pH计测量反应体系的pH值，当pH值达到8.0时，停止泵送和搅拌，将反应体系静

置陈化12h。对陈化后的前驱体先用去离子水洗2遍，再用无水乙醇洗2遍，抽滤结束后将得

到的前驱体放入烘箱中干燥，干燥温度为40℃，干燥时间为12h。

[0056] 将干燥后的前驱体粉末进行过筛处理，筛网规格为100目，过筛5次。过筛后放入马

弗炉中于1100℃煅烧2h，得到纳米YAG粉体。

[0057] 将煅烧好的粉体中加入0.4wt.％的TEOS，再加入无水乙醇与高纯氧化铝磨球，进

行球磨混合，球磨转速为160rpm，球磨时间为12h。随后将浆料放入烘箱中干燥，干燥温度为

40℃，干燥时间为12h，然后进行过筛处理，筛网规格为100目，过筛5次。

[0058] 将所得粉体进行干压成型，干压压力为25MPa，保压时间为1min，压为直径为16mm

的圆形素坯。随后进行冷等静压处理，冷等静压的压力为200Mpa，保压时间为4min。

[0059] 将素坯置于马弗炉中于800℃素烧5h，去除残留有机物；如图2所示，将素烧后的素

坯放置在钨坩埚A1中，按照YAG粉体—YAG素坯—YAG粉体方式进行包埋，其中包层YAG粉体

层3与YAG素坯4的厚度比为3.0。钨坩埚A1上方倒扣一个口径略大的钨坩埚B5，以防止粉体

被机械泵或者分子泵抽走，其中，钨坩埚B5内径是钨坩埚A1外径的1.2倍。然后将其放置在

真空烧结炉中进行真空烧结。真空烧结炉内的真空度为1.0×10-5Pa，真空烧结温度为1760

℃，烧结时间为20h。由于未采用氧化锆粉体进行包埋，在烧结过程中缺少了向YAG素坯提供

氧离子的富氧环境，因此，真空烧结后的陶瓷表面会产生颜色发灰的现象，需要采取进一步

退火操作。图4(a)为真空烧结后的YAG透明陶瓷样品，可见真空烧结后样品发灰现象很严

重，说明陶瓷经过真空烧结后产生了严重的氧空位现象，需要进一步退火。

[0060] 将真空烧结后的陶瓷进行退火处理，退火温度为1450℃，退火时间为10h。退火后

将陶瓷片进行双面研磨抛光至1mm，得到YAG透明陶瓷。图4(b)为抛光后的透明陶瓷样品，可

见透明陶瓷内部有大量“雾”存在，光学质量不高。这是由于真空烧结后陶瓷中残留的碳、硫

等杂质在退火过程中将会被排除，从而产生孔隙，导致光学质量不高。
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